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を確認し，NH2OH を添加した KOH 溶液により，エッチング速度の目標値である 3µm/min 以上のエッチング
速度を達成した．また，NH2OH 溶液の添加による，エッチングレート増大要因を考察し，NH2OH 溶液を添加
した場合と添加していない場合について，反応機構が異なることを見出し，NH2OH溶液を添加した場合のKOH
溶液によるエッチングの反応機構を提案した． 
・エッチングの均一性向上について，アルカリ溶液によるエッチングは，強い発熱反応ではないものの，ウェー
ハ温度の均一性と薬液の量の均一性が必要であることから，薬液の温度制御に加え，シリコンウェーハをエッチ
ング前に加温することを提案し，エッチング均一性の目標値±8％以下に対し，±1％を達成した． 
・加工後のシリコンウェーハを評価し，表面粗さを観察し，問題となる荒れは生じないこと．断面観察により，
ウェットエッチングによる貫通電極形成後には，欠陥が少ないこと．ライナー酸化膜である TEOS-SiO2 への影
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響として，Siとライナー酸化膜との選択比を確認し，50：1以上の選択比があること．ウェットエッチングによ
り形成された TSV の断面観察により，ライナー酸化膜を消失させていないこと．デバイス特性を評価し，ウェ
ットエッチングにより形成したTSVについて，電気的な特性に問題がないことを実証した． 
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